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(54) Hermetisch abdichtende Kappe, Aufnahmegehéuse fiir eine elektronische Komponente und
Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehauses fiir eine elektronische Komponente.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine hermetisch abdichtende Kappe, ein Aufnahmegehéuse flir eine elektroni-
sche Komponente und ein Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehauses fiir eine elektronische Komponente, und
sie betrifft insbesondere eine hermetisch abdichtende Kappe, die eine Hartlét-Zusatzmetallschicht aus Au und Sn enthalt,
ein Aufnahmegeh&use fiir eine elektronische Komponente, das mit der hermetisch abdichtenden Kappe abgedichtet wird,
und ein Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses flr eine elektronische Komponente.

Allgemeiner Stand der Technik

[0002] Eine hermetisch abdichtende Kappe zum Verkapseln eines Aufnahmegehauses flir eine elektronische Komponen-
te, wie zum Beispiel ein SMD (Surface Mount Device)-Bauelement (oberflachenmontiertes Bauelement), die zum herme-
tischen Verkapseln einer elektronischen Komponente, wie zum Beispiel eines SAW-Filters (Surface Acoustic Wave Filter-
Oberflachenschallwellenfilter), der zur Rauschminderung eines Mobiltelefons oder dergleichen eingesetzt wird, oder eines
Quarzresonators, verwendet wird, ist generell bekannt. Eine hermetisch abdichtende Kappe, die eine Hartlét-Zusatzme-
tallschicht aus Au und Sn enthélt, ist als die hermetisch abdichtende Kappe bekannt. Eine solche hermetisch abdichtende
Kappe ist zum Beispiel sowohl in der japanischen Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2002-9 186 als auch in der japanischen
Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2000-68 396 offenbart.

[0003] In Bezug auf ein Hartldt-Zusatzmetall, das in der oben angesprochenen japanischen Patent-Offenlegungsschrift
Nr. 2002-9 186 beschrigben ist, ist eine Hartlét-Zusatzmetallschicht, in der eine Sn-Plattierungsschicht und eine Au-Plat-
tierungsschicht oder eine Au-Sn-Legierungs-Plattierungsschicht im Wechsel Ubereinander angeordnet sind, so gebildet,
dass der Au-Gehalt 60 Masse-% bis 85 Masse-% betragt. Dieses in der japanischen Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2002-
9 186 beschriebene Hartlét-Zusatzmetall hat, als eine Mdglichkeit, eine Dicke von mindestens 16 ym, da eine Au-Plattie-
rungsschicht von 8 um und eine Sn-Plattierungsschicht von 8 um abwechselnd Ubereinander angeordnet sind.

[0004] In Bezug auf ein Hartlét-Zusatzmetall, das in der oben angesprochenen japanischen Patent-Offenlegungsschrift
Nr. 2000-68 396 beschrieben ist, ist ein Hartlét-Zusatzmetall offenbart, bei dem eine Au-Schicht und eine Sn-Schicht oder
eine Sn-10% Au-Schicht so Ubereinander angeordnet sind, dass der Au-Gehalt 63% bis 81% in dem Hartlét-Zusatzmetall
nach der Warmebehandlung betragt.

[0005] Nach der Miniaturisierung eines Bauelements (einer elekironischen Komponente) wurden in den zurickliegenden
Jahren auch ein Aufnahmegehause fiir eine elektronische Komponente, die das Bauelement aufnimmt, und eine herme-
tisch abdichtende Kappe zum Verkapseln des Aufnahmegehéuses fiir eine elektronische Komponente miniaturisiert, und
folglich wird die Menge (Dicke) eines Hartlbt-Zusatzmetalls, das zum ausreichenden Verbonden des Aufnahmegehéuses
flr eine elektronische Komponente und der hermetisch abdichtenden Kappe miteinander bendtigt wird, geringer (kleiner).

[0006] In einem Hartlét-Zusatzmetall, bei dem ahnlich dem Hartlét-Zusatzmetall, das sowohl in der oben angesprochenen
japanischen Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2002-9 186 als auch in der japanischen Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2000-
68 396 beschrieben ist, Au singesetzt wird, ist eine Verringerung des Au-Verbrauchs erforderlich, da Au extrem teuer ist.

[0007] Jedoch hat das in der oben angesprochenen japanischen Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2002-9 186 beschriebene
Hartiét-Zusatzmetall eine Dicke von mindestens 16 um, und folglich besteht das Problem, dass der Verbrauch von Au als
das Hartlét-Zusatzmetall zum Abdichten eines miniaturisierten Aufnahmegeh&uses flr eine elektronische Komponente
steigt.

[0008] In der oben angesprochenen japanischen Patent-Offenlegungsschrift Nr. 2000-68 396 wird keine bestimmte Struk-
tur, wie zum Beispiel die Zusammensetzung des Hartlét-Zusatzmetalls vor der Warmebehandlung (vor dem Abdichten),
offenbart, und eine technische Idee zum Verringern des Verbrauchs von Au in dem Hartlét-Zusatzmetall zum Abdichten
eines miniaturisierten Aufnahmegehéuses flr eine elekironische Komponente wird weder offenbart noch nahegelegt.

Offenbarung der Erfindung

[0009] Die vorliegende Erfindung wurde zum Zweck der L&sung des oben angesprochenen Problems vorgeschlagen, und
eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Bereitstellung einer hermetisch abdichtenden Kappe, die dafiir geeignet
ist, den Verbrauch von Au in einem Hartlét-Zusatzmetall zum Abdichten eines miniaturisierten Aufnahmegehauses fir
eine elektronische Komponente zu verringern, eines Aufnahmegehauses fur eine elektronische Komponente, die mit der
hermetisch abdichtenden Kappe abgedichtet ist, und eines Verfahrens zur Herstellung eines Aufnahmegehauses flr eine
elektronische Komponente.

[0010] Eine hermstisch abdichtende Kappe gemass einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung, die eine hermetisch
abdichtende Kappe ist, die flir ein Aufnahmegehéuse flrr eine elektronische Komponente eingesetzt wird, die ein Elektro-
nikkomponenten-Aufnahmeelement zum Aufnehmen einer elektronischen Komponente enthalt, enthalt eine Basis, eine
Ni-haltige Unterschicht, die auf der Oberflache der Basis ausgebildet ist, und eine aus Au und Sn bestehende Hartl6t-Zu-
satzmetallschicht, die auf der Ni-haltigen Unterschicht mit einer Dicke von maximal 10 pm ausgebildet ist, wahrend der
Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-% betréagt.
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[0011] Bei dieser hermetisch abdichtenden Kappe gemass dem ersten Aspekt, wie oben beschrieben, ist die aus Au und
Sn bestehende Hartlét-Zusatzmetallschicht mit einer Dicke von maximal 10 ym auf der Ni-haltigen Unterschicht ausge-
bildet, wodurch der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht (Au-Sn-Legierungsschicht mit einer Bondungsfunktion)
beim Abdichten (nach dem Erwérmen) relativ zu dem Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Erw&rmen
betrachtlich erhéht werden kann. Oder anders ausgedrlckt: Beim Erwdrmen der aus Au und Sn bestehenden Hartlét-Zu-
satzmetallschicht wird eine Au-Sn-Legierung gebildet, und Ni diffundiert von der Unterschicht her in die Legierungsschicht.
Zu diesem Zeitpunkt sind Ni und Sn einfacher zu bonden als Ni und Au, und folglich wandert ein Teil des Sn in der Au-Sn-
Legierungsschicht in Richtung der Ni-haltigen Unterschicht, und eine Diffusions-Schicht, die Gberwiegend Ni-Sn enthalt,
wird auf der Oberseite der Unterschicht gebildet. Darum wandert Sn in der aus Au und Sn bestehenden Hartlét-Zusatz-
metallschicht dergestaltin die Diffusionsschicht, dass der Sn-Gehalt in der Au-Sn-Legierungsschicht, die aus Au und Snin
der Hartlét-Zusatzmetallschicht resultiert, abnimmt, wodurch der Au-Gehaltin der Au-Sn-Legierungsschicht erhdht werden
kann. Des Weiteren wird die aus Au und Sn bestehende Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Erwérmen in der vorliegen-
den Erfindung so diinn ausgebildet, dass ihre Dicke maximal 10 uym betragt, wodurch der Au-Gehalt in der Hart|ét-Zusatz-
metallschicht (der Au-Sn-Legierungsschicht mit der Bondungsfunktion) beim Abdichten (nach dem Erwérmen) relativ zu
dem Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Erwérmen im Vergleich zu einem Fall, wo die Dicke der Hart-
16t-Zusatzmetallschicht gross ist (grésser als 10 um), betrachtlich erhéht werden kann. Oder anders ausgedriickt: Wenn
die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht klein ist, so nehmen die in der Hartlét-Zusatzmetallschicht enthaltenen Mengen
von Au und Sn im Vergleich zu dem Fall, wo die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht gross ist, ebenfalls ab, wahrend die
Menge an Sn, die die Diffusionsschicht bildet, unverandert bleibt. Wenn die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht klein
ist, so erhdht sich darum das Verhaltnis der Menge an Sn, das die Diffusionsschicht nach dem Erw&rmen bildet, zu dem
Sn, das in der Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Erwérmen (vor dem Abdichten) enthalten ist, betrachtlich im Vergleich
zu dem Fall, wo die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht gross ist, wéhrend das Verhélinis (der Gehalt) von Sn, das in
der Au-Sn-Legierungsschicht nach dem Erwarmen (nach dem Abdichten) enthalten ist, betréchtlich abnimmt. Darum kann
der Au-Gehalt in der Au-Sn-Legierungsschicht relativ zu dem Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Erwar-
men betrachtlich erhdht werden. Wenn also eine Legierungsschicht, bei der der Au-Gehalt auf einem vorgeschriebenen
Wert liegt, als eine Legierungsschicht aus Au-Sn nach dem Abdichten erhalten werden soll, so kann der Au-Gehalt in der
Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Abdichten auf einen Wert eingestellt werden, der betréchtlich kleiner ist als der oben
angesprochene vorgeschriebene Wert. Bei der hermetisch abdichtenden Kappe geméss dem ersten Aspekt kann darum
der Verbrauch von Au in der Hartlét-Zusatzmetallschicht verringert werden, wéhrend die Dichtfahigkeit (Netzbarkeit und
Hitzebestandigkeit) des aus Au und Sn bestehenden Hartlét-Zusatzmetalls beibehalten bleibt.

[0012] In der hermetisch abdichtenden Kappe geméss dem ersten Aspekt ist des Weiteren der Au-Gehalt in der Hart-
16t-Zusatzmetallschicht so auf mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-% eingestellt, dass der Au-Gehalt in der
Legierungsschicht aus Au-Sn nach dem Erwéarmen auf mindestens 63 Masse-% und maximal 80 Masse-% eingestellt
werden kann. Bei der Legierungsschicht mit einem solchen Au-Gehalt als dem Hartlét-Zusatzmetall werden die Eigen-
schaften verbessert, wie zum Beispiel Netzbarkeit und Hitzebestandigkeit. Dieser Effekt wurde durch Versuchsergebnisse
verifiziert, wie spater noch beschrieben wird.

[0013] Bei der oben angesprochenen hermetisch abdichtenden Kappe geméss dem ersten Aspekt braucht die Dicke der
Hartlot-Zusatzmetallschicht nicht mehr als 7,6 pm zu betragen.

[0014] Bei der cben angesprochenen hermetisch abdichtenden Kappe gemass dem ersten Aspekt betrégt der Au-Ge-
halt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht bevorzugt mindestens 49 Masse-% und maximal 57 Masse-%. Eine Au-Sn-Legie-
rungsschicht, die durch Erwérmen des auf diese Weise strukturierten Hartlét-Zusatzmetalls erhalten wird, besitzt eine
ausgezeichnete Dichtfahigkeit, wobei ausserdem die Netzbarkeit zwischen den Au-Sn-Legierungsschichten im Bereich
(mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-%) des Au-Gehalts in der oben angesprochenen Hartlét-Zusatzmetall-
Schicht verbessert wird.

[0015] Bei der oben angesprochenen hermetisch abdichtenden Kappe geméass dem ersten Aspekt betragt der durch-
schnittliche Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht bevorzugt mindestens 44 Masse-% und maximal 83 Masse-%.
Geméass dieser Struktur kann der Au-Gehalt in der Legierungsschicht aus Au-Sn nach dem Abdichten (nach dem Erwar-
men) auf mindestens 63 Masse-% und maximal 80 Masse-% eingestellt werden.

[0016] Bei der oben angesprochenen hermetisch abdichtenden Kappe gemass dem ersten Aspekt wird die Hartlét-Zu-
satzmetallschicht bevorzugt durch eine Au-Schicht und eine Sn-Schicht gebildet. Gemass dieser Struktur kann die Diffu-
sionsrate von Ni in der Unterschicht in das Sn in der Hartlét-Zusatzmetallschicht im Vergleich zu einem Fall, wo die Hart-
16t-Zusatzmetallschicht durch eine Legierungsschicht aus einer Au-Sn-Legierung gebildet wird, erhdht werden, wodurch
die Menge an Sn in der Diffusionsschicht erhdht werden kann. Somit nimmt die Menge an Sn in der Diffusionsschicht
dergestalt weiter zu, dass der Au-Gehalt in der Legierungsschicht nach dem Abdichten (nach dem Erwarmen) relativ zu
der Hartldét-Zusatzmetallschicht vor dem Erwérmen weiter erhdht werden kann.

[0017] In diesem Fall betragt das Dickenverhéltnis der Au-Schicht zu der Sn-Schicht bevorzugt mindestens 0,30 und
maximal 0,63. Gemass dieser Struktur kann der Au-Gehalt in der Legierungsschicht aus Au-Sn nach dem Abdichten (nach
dem Erwérmen) auf mindestens 63 Masse-% und maximal 80 Masse-% eingestellt werden.
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[0018] In der oben angesprochenen Struktur, bei der die Hartlét-Zusatzmetall-Schicht durch die Au-Schicht und die Sn-
Schicht gebildet wird, kénnen die Au-Schicht und die Sn-Schicht eine Au-Plattierungsschicht bzw. eine Sn-Plattierungs-
schicht enthalten.

[0019] In der oben angesprochenen Struktur, bei der die Hartlét-Zusatzmetallschicht durch die Au-Schicht und die Sn-
Schicht gebildet wird, kann die Hartlét-Zusatzmetallschicht durch eine Au-Schicht und eing Sn-Schicht gebildet werden,
die auf der Unterschicht ausgebildet werden.

[0020] In diesem Fall wird die Au-Schicht bevorzugt auf der Oberflache der Unterschicht ausgebildet, und die Sn-Schicht
wird bevorzugt auf der Oberflache der Au-Schicht ausgebildet. Geméss dieser Struktur kann die Harlét-Zusatzmetall-
schicht im Vergleich zu einem Fall des Ausbildens der Au-Schicht auf der Oberflache der Sn-Schicht auf einfache Weise
ausgebildet werden.

[0021] Ein Aufnahmegehduse 1lr eine elektronische Komponente geméass einem zweiten Aspekt der vorliegenden Erfin-
dung enthalt eine hermetisch abdichtende Kappe, die Folgendes enthalt: eine Basis, eine Ni-haltige Unterschicht, die auf
der Oberflache der Basis ausgebildet ist, und eine aus Au und Sn bestehende Hartlét-Zusatzmetallschicht, die auf der
Unterschicht mit einer Dicke von maximal 10 ym ausgebildet ist, wobei der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht
mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-% betragt, und ein Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement zum Auf-
nehmen einer elektronischen Komponente, das mit der hermetisch abdichtenden Kappe durch Hartléten abdichtbar ist.
Gemass dieser Struktur kann ein Aufnahmegehéuse flir eine elektronische Komponente, bei dem der Verbrauch von Au
verringert ist, erhalten werden, indem das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement mit der hermetisch abdichtenden
Kappe gemass dem ersten Aspekt abgedichtet wird, wenn die elektronische Komponente und das Elektronikkomponen-
ten-Aufnahmeelement miniaturisiert werden.

[0022] Bei dem oben angesprochenen Aufnahmegehduse fiir eine elektronische Komponente geméss dem zweiten
Aspekt enthélt die hermetisch abdichtende Kappe, die das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement abdichtet, bevor-
zugt eine Diffusionsschicht, die durch das Hartléten durch Diffusion von Ni in der Unterschicht in das Sn in der Hartlét-
Zusatzmetallschicht ausgebildet ist, und eine Hartlét-Legierungsschicht, die aus einer Au-Sn-Legierung besteht, die auf
der Oberflache der Diffusionsschicht ausgebildet ist. Gemass dieser Struktur wandert Sn in der Hartlét-Legierungsschicht
so zu der Diffusionsschicht, dass der Au-Gehalt in der Hartlét-Legierungsschicht erhdht werden kann. Wenn also eine
Legierungsschicht, bei der der Au-Gehalt einen vorgeschriebenen Wert aufweist, als eine Legierungsschicht aus Au-Sn
nach dem Abdichten erhalten werden soll, so kann der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Abdichten
auf einen Wert eingestellt werden, der betrachtlich kleiner ist als der oben angesprochene vorgeschriebene Wert. Bei dem
Aufnahmegeh&use fir eine elektronische Komponente geméss dem zweiten Aspekt kann darum ein Aufnahmegehause
flr eine elektronische Komponente erhalten werden, bei dem der Verbrauch von Au verringert ist, wéhrend die Dichtfa-
higkeit (Netzbarkeit und Hitzebesténdigkeit) des aus Au und Sn bestehenden Hartlét-Zusatzmetalls mit der hermetisch
abdichtende Kappe gemdss einer der oben angesprochenen Strukturen beibehalten werden kann.

[0023] In diesem Fall betrégt der Au-Gehalt, der in der Hartlét-Legierungsschicht enthalten ist, bevorzugt mindestens
63 Masse-% und maximal 80 Masse-%. Das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement und die hermetisch abdichtende
Kappe kénnen mit der Hartldt-Legierungsschicht mit einem solchen Au-Gehalt ausgezeichnet abgedichtet werden.

[0024] Ein Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehauses fir eine elektronische Komponente geméss einem dritten
Aspekt der vorliegenden Erfindung enthalt folgende Schritte: Herstellen einer hermetisch abdichtenden Kappe, die Fol-
gendes enthalt: eine Basis, eine Ni-haltige Unterschicht, die auf der Oberfldche der Basis ausgebildet ist, und eine aus Au
und Sn bestehende Hartlét-Zusatzmetallschicht, die auf der Ni-haltigen Unterschicht mit einer Dicke von maximal 10 ym
ausgebildet ist, wobei der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-%
betragt, und Erwarmen der hermetisch abdichtenden Kappe und eines Elektronikkomponenten-Aufnahmeelements, das
eing elektronische Komponente aufnimmt, wodurch das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement mit der hermetisch
abdichtenden Kappe durch Hartldten abgedichtet wird.

[0025] Bei diesem Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegeh&uses fur eine elektronische Komponente geméss dem
dritten Aspekt werden die hermetisch abdichtende Kappe gemass dem ersten Aspekt und das Elektronikkomponenten-
Aufnahmeelement so erwérmt, dass das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement mit der hermetisch abdichtenden
Kappe durch Hartiéten abgedichtet werden kann. Somit kann ein Aufnahmegehause fir eine elektronische Komponente,
bei dem der Verbrauch von Au verringert ist, erhalten werden, wenn die elektronische Komponente und das Elektronik-
komponenten-Aufnahmeelement miniaturisiert werden.

[0026] Bei dem oben angesprochenen Verfahren zum Herstellen eines Aufnahmegehéuses flir eine elektronische Kom-
ponente gemass dem dritten Aspekt enthélt die hermetisch abdichtende Kappe, die das Elektronikkomponenten-Aufnah-
meelement abdichtet, bevorzugt eine Diffusionsschicht, die durch das Hartléten durch Diffusion von Niin der Ni-haltigen
Unterschicht in das Sn in der Hartlét-Zusatzmetallschicht ausgebildet wird, und eine Hartlét-Legierungsschicht, die aus ei-
ner Au-Sn-Legierung besteht, die auf der Oberflache der Diffusionsschicht ausgebildet wird. Geméss dieser Struktur wan-
dert Sn in der Hartlét-Legierungsschicht so zu der Diffusionsschicht, dass der Au-Gehalt in der Hartlét-Legierungsschicht
erhdht werden kann. Wenn also eine Legierungsschicht, bei der der Au-Gehalt einen vorgeschriebenen Wert aufweist, als
eine Legierungsschicht aus Au-Sn nach dem Abdichten erhalten werden soll, so kann der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatz-
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metallschicht vor dem Abdichten auf einen Wert eingestellt werden, der betrachtlich kleiner ist als der oben angesprochene
vorgeschriebene Wert. Bei dem Aufnahmegehause fiir eine elektronische Komponente geméss dem zweiten Aspekt kann
darum ein Aufnahmegehé&use flir eine elektronische Komponente, bei dem der Verbrauch von Au verringert ist, erhalten
werden, wahrend die Dichtfahigkeit (Netzbarkeit und Hitzebesténdigkeit) des aus Au und Sn bestehenden Hartlét-Zusatz-
metalls mit der hermetisch abdichtenden Kappe gemass einer der oben angesprochenen Strukturen beibehalten wird.

[0027] In diesem Fall betragt der Au-Gehalt, der in der Hartlét -Legierungsschicht enthalten ist, bevorzugt mindestens
63 Masse-% und maximal 80 Masse-%. Das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement und die hermetisch abdichtende
Kappe kénnen mit der Hartldt-Legierungsschicht mit einem solchen Au-Gehalt ausgezeichnet abgedichtet werden.

[0028] Bei dem oben angesprochenen Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses fiir eine elektronische Kom-
ponente gemass dem dritten Aspekt betrégt der Au-Gehalt in der Hartldt-Zusatzmetallschicht bevorzugt mindestens 49
Masse-% und maximal 57 Masse-%. Eine Au-Sn-Legierungsschicht, die durch Erwérmen eines auf diese Weise struktu-
rierten Hartlét-Zusatzmetalls erhalten wird, besitzt eine ausgezeichnete Dichtfahigkeit, wobei ausserdem die Netzbarkeit
zwischen den Au-Sn-Legierungsschichten im Bereich (mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-%) des Au-Ge-
halts in der oben angesprochenen Hartlét-Zusatzmetallschicht verbessert wird.

[0029] Bei dem oben angesprochenen Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses fiir eine elektronische Kom-
ponente gemass dem dritten Aspekt betragt der durchschnittliche Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht bevorzugt
mindestens 44 Masse-% und maximal 63 Masse-%. Gemass dieser Struktur kann der Au-Gehalt in der Legierungsschicht
aus Au-Sn nach dem Abdichten (nach dem Erwarmen) auf mindestens 63 Masse-% und maximal 80 Masse-% eingestellt
werden.

[0030] Bei dem oben angesprochenen Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses fiir eine elektronische Kom-
ponente gemass dem dritten Aspekt wird die Hartldt-Zusatzmetallschicht bevorzugt durch eine Au-Schicht und eine Sn-
Schicht gebildet. Gemass dieser Struktur kann die Diffusionsrate von Ni in der Unterschicht in das Sn in der Hartlét-Zu-
satzmetallschicht im Vergleich zu einem Fall des Ausbildens der Hartlét-Zusatzmetallschicht durch eine Legierungsschicht,
die aus einer Au-Sn-Legierung besteht, erhdht werden, wodurch die Menge an Sn in der Diffusionsschicht erhdht werden
kann. Somit nimmt die Menge an Sn in der Diffusionsschicht dergestalt weiter zu, dass der Au-Gehalt in der Legierungs-
Schicht nach dem Abdichten (nach dem Erwérmen) im Vergleich zu der Hartlét-Zusatzmetallschicht vor dem Erwérmen
weiter erhdht werden kann.

[0031] In diesem Fall betragt das Dickenverhélinis der Au-Schicht zu der Sn-Schicht bevorzugt mindestens 0,30 und
maximal 0,63. Gemass dieser Struktur kann der Au-Gehalt in der Legierungsschicht aus Au-Sn nach dem Abdichten (nach
dem Erwérmen) auf mindestens 63 Masse-% und maximal 80 Masse-% eingestellt werden.

[0032] In der oben angesprochenen Struktur, bei der die Hartlét-Zusatzmetallschicht durch die Au-Schicht und die Sn-
Schicht gebildet wird, kénnen die Au-Schicht und die Sn-Schicht eine Au-Plattierungsschicht bzw. eine Sn-Plattierungs-
schicht enthalten.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0033] [Fig. 1] Eine Schnittansicht, die eine hermetisch abdichtende Kappe gemass einer Ausflihrungsform der vorliegen-
den Erfindung zeigt.

[0034] [Fig. 2] Eine Schnittansicht, die ein Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement zeigt, das mit der hermetisch ab-
dichtenden Kappe gemass der Ausfiihrungsform der vorliegenden Erfindung abgedichtet wird.

[0035] [Fig. 3] Eine Schnittansicht, die ein Aufnahmegehause flir eine elektronische Komponente gemass der Ausfiih-
rungsform der vorliegenden Erfindung zeigt.

[0036] [Fig. 4] Eine Schnittansicht zum Veranschaulichen eines Herstellungsprozesses fir das in Fig. 3 gezeigte Aufnah-
megeh&use flr eine elektronische Komponente.

[0037] [Fig. 5] Ein Schaubild zum Veranschaulichen von Ergebnissen eines Experiments, das zum Verifizieren der Effekte
der vorliegenden Erfindung durchgeflhrt wurde.

[0038] [Fig. 6] Ein Schaubild zum Veranschaulichen von Ergebnissen eines weiteren Experiments, das zum Verifizieren
der Effekte der vorliegenden Erfindung durchgefiihrt wurde.

[0039] [Fig. 7] Ein Schaubild zum Veranschaulichen von Ergebnissen eines weiteren Experiments, das zum Verifizieren
der Effekte der vorliegenden Erfindung durchgefiihrt wurde.

Beste Arten der Ausfiihrung der EHfindung
[0040] Es wird nun eine Ausflihrungsform der vorliegenden Erfindung unter Bezug auf die Zeichnungen beschrieben.

[0041] Zuerst wird die Struktur einer hermetisch abdichtenden Kappe 10 geméass der Ausfihrungsform der vorliegenden
Erfindung unter Bezug auf Fig. 1 beschrieben.

[0042] Die hermetisch abdichtende Kappe 10 geméss dieser Ausfliihrungsform enthalt eine Basis 1, Ni-Plattierungsschich-
ten 2 und 3, die auf der Oberflache bzw. der Riickseite der Basis 1 ausgebildet sind, eine Au-Plattierungsschicht 4, die
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im Wesentlichen auf der Gesamt-Oberflache der Ni-Plattierungsschicht 2 ausgebildet ist, und eine Sn-Plattierungsschicht
5, die im Wesentlichen auf der Gesamtoberflache der Au-Plattierungsschicht 4 ausgebildet ist. Eine Hartlét-Zusatzme-
tallschicht 6 besteht aus der Au-Plattierungsschicht 4 und der Sn-Plattierungsschicht 5. Die Ni-Plattierungsschicht 2, die
Au-Plattierungsschicht 4 und die Sn-Plattierungsschicht 5 sind Beispiele der «Unter-Schicht», der «Au-Schicht» bzw. der
«Sn-Schicht» in der vorliegenden Erfindung.

[0043] Die Basis 1 besteht aus Kovar und hat eine Dicke von etwa 50 um. Die Ni-Plattierungsschichten 2 und 3 haben
Dicken von etwa 1 um. Eine (nicht gezeigte) Au-Plattierungsschicht zum Verhindern von Oxidation ist diinn auf der Ober-
flache der Ni-Plattierungsschicht 3 ausgebildet.

[0044] Geméss dieser Ausflihrungsform wird die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6, die durch die Au-Plattierungs-
schicht 4 und die Sn-Plattierungsschicht 5 gebildet wird, auf maximal etwa 10 um eingestellt. In der Harlét-Zusatzmetall-
schicht 6 betragt das Dickenverhaltnis der Au-Plattierungsschicht 4 zu der Sn-Plattierungsschicht 5 mindestens etwa 0,30
und maximal etwa 0,63. In der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 betragt der Au-Gehalt mindestens etwa 43 Masse-% und
maximal etwa 64 Masse-%.

[0045] Die Struktur eines Elektronikkomponenten-Aufnahmeelements 20, das mit der in Fig. 1 gezeigten hermetisch ab-
dichtenden Kappe 10 abgedichtet wird, wird mit Bezug auf Fig. 2 beschrieben.

[0046] Dieses Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement 20 enthalt ein Keramiksubstrat 21, das aus einem Isoliermate-
rial wie zum Beispiel Aluminiumoxid besteht, und mehrere keramische Rahmenkdrper 22, die aus einem Isoliermaterial
wie zum Beispiel Aluminiumoxid bestehen, die Aufnahmerdume auf einer vorgeschriebenen Region der Oberfléache des
Keramiksubstrats 22 bilden. Die keramischen Rahmenkérper 22 sind so angeordnet, dass sie das Keramiksubstrat 21
in der Form eines Array in der Draufsicht unterteilen, und mehrere elektronische Komponenten 40 sind mittels Héckern
30 in den mehreren Aufnahmerdumen, die jeweils von den keramischen Rahmenk&rpern 22 umgeben sind, auf das Ke-
ramiksubstrat 21 montiert. Zum Beispiel entsprechen Quarzresonatoren oder SAW-Filter (Oberflachenschallwellenfilter)
den elektronischen Komponenten 40. Wolframschichten 23, Ni-Co-Legierungsschichten 24 und Au-Schichten 25 sind auf
den Oberseiten der keramischen Rahmenkdrper 22 ausgebildet. Diese Au-Schichten 25 sind an die Hartlét-Zusatzmetall-
schicht 6 der hermetisch abdichtenden Kappe 10 gebondet.

[0047] Ein Aufnahmegeh&use 100 fiir eine elektronische Komponente gemass dieser Ausflihrungsform wird nun mit Be-
zug auf Fig. 3 beschrieben.

[0048] Das Aufnahmegehause 100 flr eine elektronische Komponente gemass dieser Ausfuhrungsform hat eine solche
Struktur, dass das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement 20, das die oben angesprochenen elektronischen Kompo-
nenten 40 aufnimmt, mit der cben angesprochenen hermetisch abdichtenden Kappe 10 durch Hartléten abgedichtet ist.
Das Aufnahmegehause 100 flir eine elektronische Komponente ist relativ klein und hat zum Beispiel eine Grésse von 1,2
mm bis 1,4 mm in der Draufsicht. In dem Zustand nach der Hartlétabdichtung des Elekironikkomponenten-Aufnahmeele-
ments 20 bildet die hermetisch abdichtende Kappe 10 eine hermetisch abdichtende Kappe 10a mit einer Struktur, die
sich von der Struktur der hermetisch abdichtenden Kappe 10 vor dem Abdichten (vor dem Hartldten), die in Fig. 1 gezeigt
ist, unterscheidet.

[0049] Die hermetisch abdichtende Kappe 10a bei diesem Aufnahmegehéuse 100 flir eine elektronische Komponente
enthalt die Basis 1, Ni-Plattierungsschichten 2a und 3, die auf den Oberflachen der Basis 1 ausgebildet sind, eine Ni-Dif-
fusionsschicht 2b, die auf der Oberfldche der Ni-Plattierungsschicht 2a ausgebildet ist, und eine Legierungsschicht 6a, die
aus einer Au-Sn-Legierung besteht und auf der Oberflache der Ni-Diffusionsschicht 2b ausgebildet ist. Die Ni-Diffusions-
schicht 2b ist ein Beispiel der «Diffusionsschicht» in der vorliegenden Erfindung.

[0050] Die Ni-Plattierungsschicht 2a ist eine Ni-Plattierungsschicht, die zuriickbleibt, nachdem Ni in der Ni-Plattierungs-
schicht 2 der hermetisch abdichtenden Kappe 10 durch Erwérmen in Richtung der Au-Sn-Legierungsschicht 6a diffundiert
ist. Die Uberwiegend aus Sn-Ni bestehende Ni-Diffusionsschicht 2b entsteht durch Diffusion von Ni in der Ni-Plattierungs-
schicht 2 in das Sn, das — im Verhéltnis zu dem Sn, das in der Au-Sn-Legierungsschicht 6a enthalten ist — in Richtung
der Ni-Plattierungsschicht 2a gewandert ist. Die Au-Sn-Legierungsschicht 6a besteht iberwiegend aus einer eutektischen
Struktur aus Au-Sn und hat einen Schmelzpunkt von Gber 260°C, was eine Montagetemperatur fir die elektronischen
Komponenten 40 ist. Der Au-Gehalt in dieser Au-Sn-Legierungsschicht 6a betrdgt mindestens 63 Masse-% und maximal
80 Masse-%. Eine Au-Sn-Legierung mit einem solchen Au-Gehalt hat eine eutektische Struktur und besitzt eine ausge-
zeichnete Netzbarkeit. Diese Au-Sn-Legierungsschicht 8a ist an die Ni-Co-Legierungsschichten 24 des Elektronikkompo-
nenten-Aufnahmeelements 20 gebondet. Des Weiteren hat die Au-Sn-Legierungsschicht 8a in einem mittigen Abschnitt
6b eine konkave Gestalt (dieser Abschnitt ist nicht an die Ni-Co-Legierungsschichten 24 des Elektronikkomponenten-Auf-
nahmeelements 20 gebondet). Ein Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement 20a in dem Aufnahmegehause 100 fir eine
elektronische Komponente hat eine Struktur &hnlich der Struktur des oben angesprochenen Elektronikkomponenten-Auf-
nahmeelements 20, so dass auf eine wiederholte Beschreibung verzichtet wird.

[0051] Ein Herstellungsprozess flir das Aufnahmegehéuse fiir eine elektronische Komponente geméass dieser Ausflh-
rungsform wird nun mit Bezug auf die Figuren 1 bis 4 beschrieben.

[0052] Zuerst wird die Seite der Sn-Plattierungsschicht 5 der in Fig. 1 gezeigten hermetisch abdichtenden Kappe 10
auf den Au-Schichten 25 des in Fig. 2 gezeigten Elektronikkomponenten-Aufnahmeelements 20 angeordnet. Dann wird
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in diesem Zustand ein Erwérmen ausgeflhrt, wodurch die Au-Sn-Legierungsschicht 6a gebildet wird, indem die durch
die Au-Plattierungsschicht 4 und die Sn-Plattierungsschicht 5 gebildete Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 geschmolzen wird,
wéhrend die Au-Sn-Legierungsschicht 6a und die Ni-Co-Legierungsschichten 24 miteinander verschweisst werden, wie
in Fig. 4 gezeigt. Somit werden die elektronischen Komponenten 40 in den mehreren Aufnahmerdumen in der Form eines
Arrays auf einmal abgedichtet. Zu diesem Zeitpunkt diffundiert Ni aus der Ni-Plattierungsschicht 2 in die Au-Sn-Legie-
rungsschicht 6a, wodurch die Ni-Plattierungsschicht 2b und die Ni-Diffusionsschicht 2b, die aus Sn-Ni besteht, gebildet
werden. Somit steigt der Au-Gehalt in der Au-Sn-Legierungsschicht 6a im Vergleich zu dem Au-Gehalt in der Hartlét-Zu-
satzmetallschicht 8 vor dem Abdichten. Der konkave mittige Abschnitt 6b entsteht durch Bewegen der beim Abdichten
geschmolzenen Au-Sn-Legierung von dem mittigen Abschnitt zu den gebondeten Abschnitten. Anschliessend erfolgt ein
Vereinzeln mittels einer Diamantsége oder dergleichen, so dass das Volumen in jedes einzelne Aufnahmegehduse 100
flr eine elektronische Komponente geteilt wird. Das Aufnahmegeh&use 100 flr eine elektronische Komponente gemass
dieser Ausfiihrungsform wird auf diese Weise gebildet.

[0053] Gemass dieser Ausflihrungsform, wie oben beschrieben, wird die Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 mit einer Dicke
von maximal 10 ym, die aus der Au-Plattierungsschicht 4 und der Sn-Plattierungsschicht 5 besteht, auf der Ni-Plattie-
rungsschicht 2 ausgebildet, wodurch der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht (Au-Sn-Legierungsschicht mit einer
Bondungsfunktion) beim Abdichten (nach dem Erwérmen) relativ zu dem Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht vor
dem Erwérmen betréchtlich erhdht werden kann. Wenn also eine Legierungsschicht, bei der der Au-Gehalt einen vorge-
schriebenen Wert aufweist (etwa 80 Masse-%), als die Au-Sn-Legierungsschicht 8a nach dem Abdichten erhalten werden
soll, so kann der Au-Gehalt in der Hartldt-Zusatzmetallschicht 6 vor dem Abdichten auf einen Wert eingestellt werden, der
betréchtlich kleiner ist als der oben angesprochene vorgeschriebene Wert. Gemass dieser Ausflihrungsform kann darum
der Verbrauch von Au in der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 verringert werden. Genauer gesagt, kann der Verbrauch von
Au um 26 bis 50% verringert werden.

[0054] Gemass dieser Ausfiihrungsform, wie oben beschrieben, ist der Au-Gehalt in dem Hartlét-Zusatzmetall 8 so auf
mindestens 43 Masse-% und maximal 84 Masse-% eingestellt, dass der Au-Gehalt in der Au-Sn-Legierungsschicht 6a
aus Au-Sn nach dem Erwérmen auf mindestens 83 Masse-% und maximal 80 Masse-% eingestellt werden kann. Die
Au-Sn-Legierungsschicht 6a mit einem solchen Au-Gehalt weist als das Hartlét-Zusatzmetall eine verbesserte Leistung
auf, wie zum Beispiel Netzbarkeit und Hitzebesténdigkeit. Dieser Effekt wurde durch die spater noch beschriebenen Ver-
suchsergebnisse verifiziert.

[0055] Gemass dieser Ausflihrungsform, wie oben beschrieben, ist das Dickenverhaltnis der Au-Schicht zu der Sn-Schicht
so auf mindestens 0,30 und maximal 0,63 eingestellt, dass der Au-Gehalt in der Au-Sn-Legierungsschicht 6a nach dem
Abdichten (nach dem Erwérmen) auf mindestens 83 Masse-% und maximal 80 Masse-% eingestellt werden kann.

Beispiele

[0056] Es werden nun Vergleichsexperimente beschrieben, die zum Bestatigen der Effekie der hermetisch abdichtenden
Kappe 10 geméss der oben angesprochenen Ausfiihrungsform durchgefiihrt wurden. Als Erstes wird ein Vergleichsexpe-
riment beschrieben, das durch Andern des Au-Giehalts durch Variieren der Dickenverhaltnisse von Au-Plattierungsschich-
ten 4 und Sn-Plattierungsschichten 5 in Hartlét-Zusatzmetallschichten & von hermetisch abdichtenden Kappen 10 und
Verifizieren der Dichtfahigkeit dieser hermetisch abdichtenden Kappen 10 durchgeflihrt wurde. In diesem Vergleichsexpe-
riment wurden Priifmuster gemass den Beispielen 1 bis 4 entsprechend dieser Ausfiihrungsform und Prifmuster gemass
Vergleichsbeispielen 1 bis 6 hergestellt.

[0057] Die Prifmuster gemass den Beispielen 1 bis 4 wurden so hergestellt, dass der Au-Gehalt auf die Sollwerte 45
Masse-%, 50 Masse-%, 55 Masse-% bzw. 60 Masse-% eingestellt wurde. Die Priifmuster geméass den Vergleichsbeispie-
len 1 bis 6 wurden so hergestellt, dass der Au-Gehalt auf die Sollwerte 20 Masse-%, 30 Masse-%, 40 Masse-%, 70 Mas-
se-%, 80 Masse-% bzw. 90 Masse-% eingestellt wurde. Des Weiteren wurden diese Prifmuster (Beispiele 1 bis 4 und
Vergleichsbeispiele 1 bis 8) so hergestellt, dass die Dicken der Hartlét-Zusatzmetallschichten 6 auf den Sollwert von 7 ym
eingestellt wurden. Die Herstellungsbedingungen flir die Prifmuster geméss den Beispielen 1 bis 4 und flir die Prifmuster
gemass den Vergleichsbeispielen 1 bis 6 waren identisch, bis auf den Umstand, dass sie so hergestellt wurden, dass der
Au-Gehalt ein anderer war.

[0058] Bei diesen Prifmustern wurden die Dicken der Au-Plattierungsschichten 4 und der Sn-Plattierungsschichten 5 an
mehreren Messpunkten zur Bewertung vor dem Erwérmen gemessen. Des Weiteren wurden die Dicken (Gesamtdicken)
der Hartlét-Zusatzmetallschichten 6, die durch die Au-Plattierungsschichten 4 und die Sn-Plattierungsschichten 5 gebildet
wurden, gemessen. Ausserdem wurde der Au-Gehalt in den Hartlét-Zusatzmetallschichten 6 anhand der gemessenen
Werte der Dicken der Au-Plattierungsschichten 4 und der Sn-Plattierungsschichten 5 berechnet. Des Weiteren wurden
die Dickenverhélinisse der Au-Plattierungsschichten 5 zu den Sn-Plattierungsschichten 4 anhand der gemessenen Werte
der Dicken der Au-Plattierungsschichten 4 und der Sn-Plattierungsschichten 5 berechnet. Fig. 5 zeigt die Ergebnisse.

[0059] Bei diesen Priifmustern wurden des Weiteren die Schmelztemperaturen (die Primar-Schmelztemperaturen) der
Hartlét-Zusatzmetallschichten 6 unter der Annahme gemessen, dass Elektronikkomponenten-Aufnahmeelemente 20 mit
den hermetisch abdichtenden Kappen 10 bei 300 °C, als Bewertung nach dem Erwéarmen, abgedichtet wurden. Bei die-
sen Prifmustermn wurden nach dem Abdichten die Schmelztemperaturen (die Sekundar-Schmelztemperaturen) der Legie-
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rungsschichten 6a unter der Annahme gemessen, dass elektronische Komponenten 40 bei 260°C nach dem Abdichten
montiert wurden. Des Weiteren wurde der Au-Gehalt in den hermetisch abdichtenden Kappen 10 nach dem Priméarschmel-
zen durch ein EDX («Energy Dispersive X-ray»-Spektrometer) gemessen. Fig. 5 zeigt die Ergebnisse als Bewertung nach
dem Erwarmen.

[0060] Bei diesen Prifmustern wurden Elektronikkomponenten-Aufnahmeelemente 20 in der Form von Arrays mit jenen
abgedichtet, die durch Stanzen der jeweiligen Prifmuster zu Gréssen von 50 mm mal 50 mm hergestellt wurden und
danach zu Grdssen von 1,4 mm mal 1,2 mm vereinzelt wurden. Bei diesen Prifmustern wurde nach dem Abdichten die
Netzbarkeit als Bewertung der Dichtfahigkeit der Gehause («Packages»-PKGS) festgestellt. Bei diesen Prlifmustern wur-
de nach dem Abdichten des Weiteren die Hitzebestandigkeit durch Erwdrmen der Prifmuster auf 260°C bewertet, was
die Montagetemperatur flr die elektronischen Komponenten 40 ist. Fig. 5 zeigt die Ergebnisse als PKG-Dichtfahigkeits-
bewertung.

[0061] Die Netzbarkeit wurde mit O, x und # bewertet, nachdem die PKGS und die hermetisch abdichtenden Kappen 10
in einer Stickstoffatmosphare von 300 °C iiber eine Dauer von 15 Minuten erwérmt wurden, wodurch diese abgedichtet
wurden. 0 bezeichnet jene, bei denen die Ni-Co-Legierungsschichten 24 der Elektronikkomponenten-Aufnahmeelemente
20 vollstdndig mit den Au-Sn-Legierungsschichten 6a bedeckt sind und die Kehlformen der Sektionen 2b glatte R-For-
men ohne grosse Aussparungsabschnitte sind, x bezeichnet jene, bei denen die Au-Sn-Legierungsschichten 6a die Ni-
Co-Legierungsschichten 24 der Elektronikkomponenten-Aufnahmeelemente 20 nur teilweise bedecken und Unregelmés-
sigkeiten auf den Gesamtoberfléchen von Kehlformen von Sektionen ausgebildet sind. # bezeichnet jene, bei denen die
Ni-Co-Legierungsschichten 24 der Elektronikkomponenten-Aufnahmeelemente 20 im Wesentlichen vollstdndig mit den
Au-Sn-Legierungsschichten 6a bedeckt sind, wahrend es teilweise unbedeckte Abschnitte gibt und die meisten Kehlfor-
men von Sektionen glatte R-Formen sind, wéhrend Aussparungsabschnitte teilweise ausgebildet sind.

[0062] Beziiglich der Hitzebestandigkeit wurden Schmelzpunkte (Sekundér-Schmelztemperaturen) der PKGS nach dem
oben angesprochenen Abdichten durch DTA (Differential Thermal Analysis-Differenz-Thermoanalyse) gemessen, so dass
die Hitzebesténdigkeit als O bewertet wurde, wenn die Schmelzpunkte mindestens bei 260°C lagen, und als x bewertet
wurde, wenn die Schmelzpunkte unter 260°C lagen.

[0063] Wie in Fig. 5 gezeigt, betrugen die Dicken der Hartlét-Zusatzmetallschichten € bei den in der Praxis hergestellten
Prifmustern mindestens 5,0 um und maximal 7,6 um (mindestens 5,6 ym und maximal 7,0 ym im Durchschnitt), und
die Dicken der Hartlét-Zusatzmetallschichten & der Priifmuster gemass den Beispielen 1 bis 4 betrugen insbesondere
maximal 7,6 ym (maximal 7,0 ym im Durchschnitt).

[0064] Die Dickenverhaltnisse der Au-Plattierungsschichten 4 zu den Sn-Plattierungsschichten 5 in den Beispielen 1 bis 4
betrugen mindestens 0,30 und maximal 0,63; die Dickenverhaltnisse in den Vergleichsbeispielen 1 bis 3 betrugen maximal
0,27; und die Dickenverhéltnisse in den Vergleichsbeispielen 4 bis 6 betrugen mindestens 0, 97.

[0065] Der Au-Gehalt in den Hartlét-Zusatzmetallschichten 6 (vor dem Erwérmen) der Beispiele 1 bis 4 betrug mindes-
tens 43 Masse-% und maximal 84 Masse-% (mindestens 44 Masse-% und maximal 63 Masse-% im Durchschnitt). Der
Au-Gehalt in den Hartldt-Zusatzmetallschichten 6 (vor dem Erwirmen) der Vergleichsbeispiele 1 bis 3 betrug mindestens
16 Masse-% und maximal 43 Masse-% (mindestens 18 Masse-% und maximal 41 Masse-% im Durchschnitt). Der Au-Ge-
halt in den Hartldt-Zusatzmetallschichten 6 (vor dem Erwarmen) der Vergleichsbeispiele 4 bis 6 betrug mindestens 70
Masse-% und maximal 89 Masse-% (mindestens 72 Masse-% und maximal 87 Masse-% im Durchschnitt).

[0066] Die Primér-Schmelztemperaturen in den Beispielen 1 bis 4 und in den Vergleichsbeispielen 1 bis 5 betrugen etwa
200 °C bis 220 °C, und die Primar-Schmelztemperatur im Vergleichsbeispiel 6 betrug 280 °C. Die Sekundar-Schmelztem-
peraturen in den Beispielen 1 bis 4 und in den Vergleichsbeispielen 1 bis 5 betrugen mindestens 280 °C.

[0067] Der Au-Gehalt in den Legierungsschichten 6a der Beispiele 1 bis 4 nach dem Erw&rmen betrug mindestens 63
Masse-% und maximal 80 Masse-%,; der Au-Gehalt in den Vergleichsbeispielen 1 bis 3 betrug maximal 60 Masse-%; und
der Au-Gehalt in den Vergleichsbeispielen 4 bis 6 betrug mindestens 87 Masse-%. Fig. 6 zeigt die Beziehung zwischen
dem Au-Gehaltin den Hartlét-Zusatzmetallschichten 6 vor dem Erwérmen und dem Au-Gehalt in den Legierungsschichten
6a nach dem Erwérmen. Fig. 7 zeigt die zunehmenden Verhaltnisse des Au-Gehalts in den Legierungsschichten 6a im
Vergleich zu dem Au-Gehalt in den Hartlét-Zusatzmetallschichten 6.

[0068] Zuerst wurde nachgewiesen, dass der Au-Gehalt in der Legierungsschicht 6a nach dem Erwérmen (nach dem Pri-
mar-Schmelzen) im Vergleich zu dem Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 vor dem Erwérmen betréchtlich zu-
nimmt (27 % bis 43% in den Beispielen 1 bis 4), wie in den Fig. 5 und 7 gezeigt. Das hat méglicherweise folgende Ursache:
Beim Erwé&rmen der Hartldt-Zusatzmetallschicht 6, die durch die Au-Plattierungsschicht 4 und die Sn-Plattierungsschicht 5
gebildet wird, wird die aus Au-Sn bestehende Legierungsschicht 6a gebildet, wahrend Ni aus der Ni-Plattierungsschicht 2a
in die Legierungsschicht 6a diffundiert. Zu diesem Zeitpunkt sind Ni und Sn einfacher zu bonden als Ni und Au, und folglich
wandert Sn in der Legierungsschicht 6a in Richtung der Ni-haltigen Ni-Plattierungsschicht 2a, und die Diffusionsschicht
2b, die Uberwiegend Ni-Sn enthalt, wird auf der Oberseite der Ni-Plattierungsschicht 2a gebildet. Darum verringert sich
die Menge an Sn in der Legierungsschicht 8a aufgrund der Abwanderung von Sn zu der Diffusionsschicht 2b, wodurch der
Au-Gehalt in der Legierungsschicht 8a zunimmt. Die Hartldt-Zusatzmetallschicht 8, die durch die Au-Plattierungsschicht
4 und die Sn-Plattierungsschicht 5 vor dem Erwarmen gebildet wird, wird in jedem Beispiel diinn auf etwa 5 pm bis etwa
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7,6 um Dicke ausgebildet, und folglich verringern sich die in der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 enthaltenen Mengen an
Au und Sn ebenfalls im Vergleich zu einem Fall, wo die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 gross ist, wahrend die
Menge an Sn, das die Diffusionsschicht 2b bildet, unverandert bleibt. Wenn die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6
klgin ist (etwa 5 ym bis etwa 7,6 um), wie in jedem Beispiel, so nimmt darum das Verhalinis der Menge an Sn, das die
Diffusionsschicht 2b nach dem Abdichten (nach dem Erwarmen) bildet, zu dem Sn, das in der Hartlét-Zusatzmetallschicht
6 vor dem Abdichten (vor dem Erwarmen) enthalten ist, betrachtlich zu, wéhrend das Verhaltnis (der Gehalt) von Sn, das
in der Au-Sn-Legierungsschicht 6a nach dem Erwarmen enthalten ist, im Vergleich zu dem Fall, wo die Dicke der Hartl6t-
Zusatzmetallschicht gross ist (grosser als 10 um), betrachtlich abnimmt. Darum hat sich méglicherweise der Au-Gehalt in
der Au-Sn-Legierungsschicht 6a nach dem Abdichten (nach dem Erwérmen) relativ zu dem Au-Gehalt in der Hartlét-Zu-
satzmetallschicht 6 vor dem Erwérmen betrachtlich erhéht.

[0069] Des Weiteren ist nachgewiesen worden, dass das zunehmende Verhalinis des Au-Gehalts in dem Masse zunahm,
wie der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 abnahm (der Sn-Gehalt nahm zu), wie in den Fig. 5 und 7 gezeigt.
Das hat méglicherweise folgende Ursache: Die Ni-Diffusionsschicht 2b nimmt in dem Masse einfacher zu, wie die Menge
an Sn in der Hartldt-Zusatzmetallschicht 6 zunimmt, und folglich erhdht sich das zunehmende Verhaltnis des Au-Gehalts
in der Legierungsschicht 8a méglicherweise infolge der Verringerung der Menge an Sn in der Legierungsschicht 8a. Wenn
die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht 8 grosser als 10 um ist, so verringert sich das Verhéltnis von Sn, das die Ni-Dif-
fusionsschicht 2b bildet, zu dem Sn, das in der Hartlét-Zusatzmetallschicht 8 enthalten ist, und folglich verringert sich ei-
ne Anderungsbreite (Verringerungsbraite) des Sn-Gehalts in der Au-Sn-Legierungsschicht 6a nach dem Abdichten (nach
dem Erwarmen) relativ zu dem Sn-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 vor dem Abdichten (vor dem Erwérmen),
wahrend sich ein Zunahmeeffekt des Au-Gehalts verringert.

[0070] Die Dicke der Hartldt-Zusatzmetallschicht 6 muss mindestens 3 um betragen. Geméss der vorliegenden Erfindung
wachst die Diffusionsschicht 2b von mindestens 1 pm nach dem Erwérmen aufgrund von Niin der Ni-Plattierungsschicht
2a und Sn in der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6. Darum kann ein normales Bonden nicht stattfinden, wenn die Dicke der
Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 kleiner als 3 um ist.

[0071] Wie in Fig. 5 gezeigt, wurde nachgewiesen, dass in den Beispielen 1 bis 4 der hermetische Verschluss nach
dem Abdichten (nach dem Erwarmen) ausgezeichnet ist und die Netzbarkeit ausgezeichnet ist. Das hat mdglicherweise
folgende Ursache: Obgleich allgemein bekannt ist, dass eine Au-Sn-Legierung mit einer Zusammensetzung an einem
eutektischen Punkt (der Au-Gehalt betragt mindestens 80 Masse-%) eine ausgezeichnete Netzbarkeit aufweist, sind die
Zusammensetzungen nach dem Abdichten (nach dem Erwérmen) in den Beispielen 1 bis 4 Zusammensetzungen nahe
den eutektischen Punkten, und folglich weisen die Beispiele 1 bis 4 mdglicherweise deshalb eine ausgezeichnete Netz-
barkeit auf.

[0072] Es ist ebenfalls nachgewiesen worden, dass unter den Beispielen 1 bis 4 speziell die Beispiele 2 und 3 eine lber-
ragende Netzbarkeit im Vergleich zu den Beispielen 1 bis 4 aufweisen. Des Weiteren ist nachgewiesen worden, dass
die Vergleichsbeispiele 1 bis 3, deren Zusammensetzungen sich nach dem Abdichten (nach dem Erwdrmen) von eutek-
tischen Punkten entfernten, und die Vergleichsbeispiele 4 bis 5, deren Zusammensetzungen (Au-Gehalt) nach dem Ab-
dichten (nach dem Erwérmen) 80 Masse-% Uberstiegen, eine unterlegene Netzbarkeit auf weisen, wie in Fig. 5 gezeigt.
Das hat méglicherweise folgende Ursachen: Bei den Vergleichsbeispielen 1 und 2 war der Sn-Gehalt mdglicherweise so
gross, dass sich die Diffusionsschichten 2b beim Abdichten (beim Erwarmen) zu den Gesamtoberflachen der Au-Sn-Le-
gierungsschichten 8a vorschoben. Beim Vergleichsbeispiel 3 erreicht der Schmelzpunkt 309 °C, wie in Fig. 6 gezeigt, und
folglich wird es bei der Abdichttemperatur (300 °C) nicht ausreichend geschmolzen. Bei den Vergleichsbeispielen 4 bis
6 verschlechtert sich die Netzbarkeit méglicherweise, weil die Gradienten der Liquiduslinien abrupt ansteigen, wenn der
Au-Gehalt 80 Masse-% Ubersteigt und die Schmelzpunkte ansteigen, wahrend eine AusSn-Verbindung gebildet wird, wie
in Fig. 6 gezeigt. Die Netzbarkeit des Prufstiicks geméss Beispiel 4 istim Vergleich zu den Beispielen 2 und 3 unterlegen,
was moglicherweise daran liegt, dass, obgleich der Au-Gehalt in Beispiel 4 nach dem Abdichten (nach dem Erwéarmen)
80 Masse-% betragt, dieser Wert der Durchschnitt von gemessenen Werten an mehreren Punkten ist und es folglich Ab-
schnitte gibt, die 80 Masse-% Ubersteigen.

[0073] Alle Anfangstemperaturen der Sekundarschmelzung, die Schmelzpunkte der Beispiele 1 bis 4 und der Vergleichs-
beispiele 1 bis 6 nach dem Abdichten sind, sind héher als 280 °C, und folglich kann mdglicherweise die hermetische Dich-
tigkeit aufrechterhalten werden, ohne ein erneutes Schmelzen beim Erwarmen (260 °C) zum Montieren elektronischer
Komponenten ausflihren zu missen.

[0074] Des Weiteren wurden in Beispielen, die durch Ausstanzen der Prifmuster (hermetisch abdichtende Kappen) ge-
mass den Beispielen 1 bis 4 und den Vergleichsbeispielen 1 bis 6 zu Gréssen von 2,5 mm bis 2,0 mm und Abdichten von
Elektronikkomponenten-Aufnahmeelementen, die gleichermassen Gréssen von 2,5 mm bis 2,0 mm aufwiesen, mit den
hermetisch abdichtenden Kappen, die im Gegensatz zu den oben angesprochenen Beispielen durch gemeinsames Ab-
dichten der Elektronikkomponenten-Aufnahmeelemente in der Form von Arrays und anschliessendes Vereinzeln dersel-
ben hergestellt wurden, hergestellt worden sind, Ergebnisse &hnlich denen der oben angesprochenen Beispiele erhalten.

[0075] Die oben angesprochenen Ergebnisse werden méglicherweise nicht nur durch den Au-Gehalt in der Hartlét-Zu-
satzmetallschicht 6 (Dickenverhaltnis der Au-Plattierungsschicht 4 zu der Sn-Plattierungsschicht 5) beeinflusst, sondern
auch durch die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6, und folglich muss der Au-Gehalt (Dickenverhalinis der Au-Plattie-



CH 698 772 B1

rungsschicht 4 zu der Sn-Plattierungsschicht 5) in Abhangigkeit von der Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht 6 studiert
werden.

[0076] Die Ausflihrungsform und die Beispiele, die an dieser Stelle offenbart wurden, mlssen in allen Punkten als veran-
schaulichend und nicht als einschrankend angesehen werden. Die Breite der vorliegenden Erfindung ergibt sich nicht aus
der obigen Beschreibung der Ausfiihrungsform und der Beispiele, sondern aus dem Geltungsbereich der Patentanspriiche,
und alle Modifikationen innerhalb des Geistes und der Breite, die dem Geltungsbereich der Patentanspriiche entsprechen,
sind mit aufgenommen. Zum Beispiel wurde in der oben angesprochenen Ausflihrungsform ein Beispiel gezeigt, bei dem
eine Au-Plattierungsschicht und eine Sn-Plattierungsschicht als die Au-Schicht und die Sn-Schicht Ubereinandergelegt
wurden; aber die vorliegende Erfindung ist nicht darauf beschrankt. Die Au-Schicht und die Sn-Schicht brauchen keine
Plattierungsschichten zu sein.

[0077] Obgleich in der oben angesprochenen Ausflihrungsform ein Beispiel gezeigt wurde, bei dem eine einzelne Au-
Plattierungsschicht und eine einzelne Sn-Plattierungsschicht (ibereinandergelegt wurden, ist die vorliegende Erfindung
nicht darauf beschrankt; sondern es kann auch eine Hartlét-Zusatzmetallschicht mit einer Dicke von maximal 10 ym durch
Ubereinanderlegen von Au-Plattierungsschichten und Sn-Plattierungsschichten in einer mehrschichtigen Weise ausgebil-
det werden.

[0078] Obgleich in der oben angesprochenen Ausfiihrungsform ein Beispiel gezeigt wurde, bei dem die Hartlt-Zusatz-
metallschicht durch die Au-Plattierungsschicht und die Sn-Plattierungsschicht gebildet wird, ist die vorliegende Erfindung
nicht darauf beschrénkt; sondern die Hartlét-Zusatzmetallschicht kann auch durch eine Au-Sn-Legierungsschicht gebildet
werden.

[0079] Wenn eine Au-Schicht auf der Oberseite einer Wolframschicht eines Elektronikkomponenten-Aufnahmeelements
ausgebildet wird oder wenn eine Au-Schicht auf den Oberseiten einer Wolframschicht und einer Ni-Co-Schicht ausgebildet
wird, so kann der Au-Gehalt in einer Hartlét-Zusatzmetallschicht einer hermetisch abdichtenden Kappe unter Berlicksich-
tigung der Menge an Au in der Au-Schicht gewahlt werden. In diesem Fall diffundiert nicht nur die Au-Schicht auf dem
Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement in die Au-Sn-Legierungsschicht, sondern bildet auch eine metallisierte Schicht
mit der Wolframschicht oder der Ni-Co-Legierungsschicht, und folglich muss auch dieser Punkt beriicksichtigt werden.

Patentanspriiche

1. Hermetisch abdichtende Kappe (10), die fiir ein Aufnahmegehause (100) fiir eine elektronische Komponente verwen-
det wird, das ein Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement (20) zum Aufnehmen einer elektronischen Komponente
(40) enthélt, und die Folgendes umfasst:
eine Basis (1);
eine Ni-haltige Unterschicht (2), die auf der Oberflache der Basis (1) ausgebildet ist; und
eine aus Au und Sn bestehende Hartlét-Zusatzmetallschicht (6), die auf der Ni-haltigen Unterschicht (2) mit einer
Dicke von maximal 10 ym ausgebildet ist, wobei der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht (6) mindestens 43
Masse-% und maximal 64 Masse-% betragt.

2. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach Anspruch 1, wobei die Dicke der Hartlét-Zusatzmetallschicht (6) maximal
7,6 pm betragt.

3. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht
(6) mindestens 49 Masse-% und maximal 57 Masse-% betragt.

4. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei der durchschnittiche Au-Gehalt in der Hartl6t-
Zusatzmetallschicht (6) mindestens 44 Masse-% und maximal 63 Masse-% betragt.

5. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, wobei die Harllét-Zusatzmetall-
schicht (6) durch eine Au-Schicht und eine Sn-Schicht gebildet ist.

6. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach Anspruch 5, wobei das Dickenverhltnis der Au-Schicht zu der Sn-Schicht
mindestens 0,30 und maximal 0,63 betragt.

7. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach Anspruch 5 oder 6, wobei die Au-Schicht und die Sn-Schicht eine Au-Plat-
tierungsschicht (4) bzw. eine Sn-Plattierungsschicht (5) enthalten.

8. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach einem der Anspriiche 5 bis 7, wobei die Hartlét-Zusatzmetallschicht (6)
durch eine solche Au-Schicht und eine solche Sn-Schicht, die auf der Ni-haltigen Unterschicht (2) ausgebildet sind,
gebildet ist.

9. Hermetisch abdichtende Kappe (10) nach Anspruch 8, wobei die Au-Schicht auf der Oberflache der Ni-haltigen Un-
terschicht (2) ausgebildet ist; und die Sn-Schicht auf der Oberflache der Au-Schicht ausgebildet ist.

10. Aufnahmegeh&use (100) flr eine elektronische Komponente, das Folgendes umfasst:
eine hermetisch abdichtende Kappe (10), die Folgendes enthalt: eine Basis (1), eine Ni-haltige Unterschicht (2), die
auf der Oberflache der Basis (1) ausgebildet ist, und eine aus Au und Sn bestehende Hartlét-Zusatzmetallschicht (6),
die auf der Ni-haltigen Unterschicht (2) mit einer Dicke von maximal 10 ym ausgebildet ist, wobei der Au-Gehalt in der
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Hartl&t-Zusatzmetallschicht (6) mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-% betragt, und ein Elektronikkom-
ponenten-Aufnahmeelement (20) zum Aufnehmen einer elektronischen Komponente (40), das mit der hermetisch
abdichtenden Kappe (10) durch Hartiéten abdichtbar ist.

Aufnahmegehause (100) flr eine elektronische Komponente nach Anspruch 10, wobei die hermetisch abdichtende
Kappe (10), die das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement (20) abdichtet, Folgendes enthalt:

eine Diffusionsschicht (2b), die durch das Hartiéten durch Diffusion von Ni in der Ni-haltigen Unterschicht (2) in Sn in
der Hartlét-Zusatzmetallschicht (8) ausgebildet ist, und eine Hartlét-Legierungsschicht (6a), die aus einer Au-Sn-Le-
gierung besteht, die auf der Oberfléche der Diffusionsschicht (2b) ausgebildet ist.

Aufnahmegehéuse (100) fiir eine elektronische Komponente nach Anspruch 11, wobei der in der Hartlét-Legierungs-
schicht (6a) enthaltenen Au-Gehalt mindestens 63 Masse-% und maximal 80 Masse-% betragt.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegeh&uses (100) flr eine elektronische Komponente, das folgende Schritte
umfasst:

Herstellen einer hermetisch abdichtenden Kappe (10), die Folgendes enthélt: eine Basis (1), eine Ni-haltige Unter-
schicht (2), die auf der Oberflache der Basis (1) ausgebildet ist, und eine aus Au und Sn bestehende Hartlét-Zusatz-
metallschicht (6), die auf der Ni-haltigen Unterschicht (2) mit einer Dicke von maximal 10 um ausgebildet ist, wobei
der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht (6) mindestens 43 Masse-% und maximal 64 Masse-% betragt; und
Erwarmen der hermetisch abdichtenden Kappe (10) und eines Elektronikkomponenten-Aufnahmeelements (20), das
eine elektronische Komponente (40) aufnimmt, wodurch das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement (20) mit der
hermetisch abdichtenden Kappe (10) durch Hartléten abgedichtet wird.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses (100) fur eine elektronische Komponente nach Anspruch 13,
wobei die hermetisch abdichtende Kappe (10), die das Elektronikkomponenten-Aufnahmeelement (20) abdichtet,
Folgendes enthalt:

eine Diffusionsschicht (2b), die durch das Hartldten durch Diffusion von Ni in der Ni-haltigen Unterschicht (2) in Sn
in der Hartlét-Zusatzmetallschicht (6) gebildet wird, und

eine Hartldt-Legierungsschicht (6a), die aus einer Au-Sn-Legierung besteht, die auf der Oberflache der Diffusions-
schicht (2b) ausgebildet wird.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses (100) fur eine elektronische Komponente nach Anspruch 14,
wobei der in der Hartldt-Legierungsschicht (6a) enthaltene Au-Gehalt mindestens 63 Masse-% und maximal 80 Mas-
se-% betragt.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses (100) fir eine elektronische Komponente nach einem der An-
spriche 13 bis 15, wobei der Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht (6) mindestens 49 Masse-% und maximal
57 Masse-% betragt.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehauses (100) fir eine elektronische Komponente nach einem der An-
spriiche 13 bis 15, wobei der durchschnittliche Au-Gehalt in der Hartlét-Zusatzmetallschicht (8) mindestens 44 Mas-
se-% und maximal 63 Masse-% betragt.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehauses (100) flr eine elektronische Komponente nach einem der An-
spriiche 13 bis 17, wobei die Hartlét-Zusatzmetallschicht (6) durch eine Au-Schicht und eine Sn-Schicht gebildet wird.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehduses (100) fiir eine elektronische Komponente nach Anspruch 18,
wobei das Dickenverhalinis der Au-Schicht zu der Sn-Schicht mindestens 0,30 und maximal 0,63 betragt.

Verfahren zur Herstellung eines Aufnahmegehéuses (100) fiir eine elektronische Komponente nach Anspruch 18
oder 19, wobei die Au-Schicht und die Sn-Schicht eine Au-Plattierungsschicht (4) bzw. eine Sn-Plattierungsschicht
(5) enthalten.

1



CH 698 772 B1

FIG.1
io\
"
4 /
Yo (T T 77 7777 77777
za
1"—"‘--‘% \
2
- 7 VA \
{4 s N\ \NANN\N S T Y
b I T L
}5,__./ J/ /
.
FIG.2
20
: -25 _ 99
R e R
NN &

NN N
777777

2

e By
3

—

30 30

12



CH 698 772 B1

FIG.3 100
3-—~ e 7 7 7
10a~ .]Zaw\ -

13



CH 698 772 B1

- . . . . . A 9 joidsiaq
O x g 83} 08¢ 082 (52 L1 v 1'8~v'G 1'9 ‘.mw 38 L8 -syorabisn
: ) ds
O x £l 68 o8z 0z o1 9z | g¢ | re-85| ¥9 | wis-ss 6L | 2ombon
. ! . . . - . . l ¥ |eidstaq
o) x 1z i8 L8z 51z 160 ze | Ve | eo-g5 | vo lwei-oL | oz | Jooe
O A4 1z 08 182 LiZ: £9°0 ge ! zz | vo-05| o5 | %po-09 £9 v joidsiog
O QO FA £L €82 ooz S¥0 Y P4 gi-$9 oL %BLG~¥G Gg £ joldsiag
@] O 6g 14 882 1 2 %A o) Ay (24 6! ve~-19 89 %vS—-6¥ IG Z pidsieg
@) v 1344 mw Zhe 112 0E0 Ly i 89-§'¢ 29 %Sh~Ev 14 | {eudsieg
. 22 - - . g ar - £ |9idsisq
o x oF 09 olg 122 (20 es | v1 | eL68 | 99 |sev-op | 1w | ERCE
o . . ;o . e Z plasteq
O x 25 b v59 661 910 65| &0 | ¢L-e9| €9 |szesr | ez | LEH
on
o x 95 87 t | 6l 60°0 g | g0 | 99ws| o9 |wmiz-o1 | s | oK
,002) J1o (ASTEEN I USZPWGOS | UoZPWds i
mm_mm_wm“ yoy | sepuewyounz| %N | epunyes | -rpunig ug | Ny | weeg  fwuespingl  weRE  fpuisiong
oy | -eqzen T (O.) Injersduis; (iyoog us {wrl) Joiuos|ersL (%,-aSSEN)
-sBuejuy-z|sunog 18P ax0IQ Inz
ISXDIYEHLUIT-OM W21y05-1Y 18P ayoIg) {wrf) yoiyog “HBSNZAQIHEH USLLIEMIZ LWSp Jon
Jop Bunpamag Ustiigmi3 wap yoeu Bunyiemeg SUBYIBAUSYIG 1epal axo1g 13D SYOIPJUESSS lleyeo-ny

GOl

14



CH 698 772 B1

Masse-%
(°G) 10 20 3 4 50 B0 70 80 90
1083 ; B - e - . | I }.f L
- | Vergleichs- { }
‘,(f’ﬂ§9‘el 6“ 4
i i i | Vergleichs- 1 | Vergleichs-
' { beispia! 3 N |- beispiel 1
900 TS i Verglglchs- },
ergieicns i ! T beispiel 2
beispiel 5 H . J
£ Vergleicéns- I ’ t {
beispiel 4 Beispiel 1
Bara N Swius I
700 ' I T l ' «2-_’ [
2 4 fwBeispieIA ' c. "
\3 TV sy g
SR o ~Beispiels <] 3
500 Y | Btk ¢ B-j-g}‘lf‘”“”‘j ,
i ,' ; scher | pe—i— o o :
S Pupkt [
[ E / g .
ool fbi b N sy
! ' ) (B} 1
¢ 780 N
, 160 217
),"" /"/;’
100 - . :
0 10 20 30 48 5 60 70 80 90 100
Au bei % n



Au-Gehalt (Masse-%) - Gemessener Wert

CH 698 772 B1

Vergleichs- Vergleichsheispiel 1

VerglelchsbEISPIEI 2
~ beispiel 3
F IG 7 Beispiel 1
Beispiel 2
Baispiel 3
Belsplem
100 Vergleichs- l 65
beisp el4 460
90 -Euteknscher- . n RO WIS R BRI N AU S
Purkt / / 155
450

70 ..................... . A T v, 45

______________________ A . .7 40
60 Nach dem Erwarmen 7/ \, / Zufiéhmende Rats aés
8 Au-Gehalts -4 35

§0 | -nmmmmnmm SR SR ELE ARG e 130
40 f---- A S 0 R (07 b b 425
R ] A A SU. e 320
Vor dem Erwdmen
- 15
P R A SRR W
110
10 ,-“,“_,i Vergleichsbeispie! & ]
Vergleichsbeispie! 6 1%
1 + L | 1 1 L 0

1 ;1 L
10 20 30 40 50 60 70 80 90
Au-Gehalt (Masse-%) - Sollwert

16

Zunehmende Rate des Au-Gehalfs (%)



	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

